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(57) Abstract: The invention relates to 
a method for placing wires on a panel. 
The panel thus provided has a coplanar 
overall upper side and an upper side 
made of a plastic material and upper 
sides made of semiconductor chips. 
According to the inventive method, 
a layer of wiring can be obtained with 
outer contacts and wiring lines, which 
compensates positional errors of the 
semiconductor chip in the component 
position of the panel in a two-step 
illumination stage. 

(57) Zusammenfassung: Die 
Erfindung betrifft ein Verfahren zum 
Aufbringen einer Umverdrahtung 
auf einen Nutzen. Dazu wird ein 
Nutzen bereit gestellt, der eine 
koplanare Gesamtoberseite einer 
Oberseite einer Kunststoffmasse und 
den Oberseiten von Halbleiterchips 
aufweist. Das Verfahren stellt 
eine Umverdrahtungslage mit 
Verwirklichung von AuBenkontakten 
und Umverdrahungsleitungen zur 
Verfugung, die durch 
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einen zweistufigen Belichtungsschritt Positionsfehler der Halbleiterchips in den Bauteilpositionen des Nutzens kompensiert. 



